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Information

SP 114 2/88 (13)

Hersteller: VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Lawinenfotocdiode

Oie 5F 114 ist eine kleinfl&chige Lawinenfotodiode, gefertigt als Fotodiode in Epitaxie-Planar-Tech-
nologie. Das Gehduse ist aus Metall-Glas.
Die Diode zeichnet sich durch eine rauscharme Signalverstdrkung im HF-Bereich aus und ist fir klein-

und gro@flsdchige Einstrahlung durch ein Planglasfenster konzipiert,

Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik fir den Nachwels hochfrequenter optischer
Signale geringer Intensitat,

Masse: 0,8 g

Bild 1: MaBbild 5F 114
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Faortsetzung

Kurzzeichen min. typ. Max. Einheit

Serienwiderstand R - 100 - Ohm
f =1 MHZz

UB =0V
EE =0 1x

Betriebsspannung UEE 140 - 300 v
M = 100

I 1 nA
P 1)

jp B50 nm

Verstirkungs-
Bandbreite-
produkt VBP ) - 200 - GHz

A = 850 nm
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Bild 2: Abh8ngigkeit des Multiplikations- Bild 3: Mittlere Abhiingigkeit der Gesamt-
faktors von der Betriebsspannung kapazitdt von der Sperrspannung

kndeTungen vorbehalten!
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Die vorhegenden Datenblatter dienen

i ausschhelhch der information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind
iichkeiten abgeleitet warden
Anderungen m Sinne des techn
schen Fortschntts sind vorbehalten
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